发明内容

本发明的目的是提供一种用菱镁矿石生长的氧化镁晶体的方法。           

本发明的技术方案是用菱镁矿石为原料，以冷坩埚为炉体，采用三相交流电 熔法加热生长氧化镁晶体。首先将菱镁矿石(MgCO3)焙烧，分解生成MgO和CO2， 经选别制取三种轻烧氧化镁：A种MgO含量≥96％，粒度≤3mm；B种MgO含 量≥98％，10mm≤粒度≤30mm；C种MgO含量≥97％，20mm≤粒度≤40mm；其 次将三种原料按A∶B∶C＝1.5∶1∶3(重量比)进行混合，放入冷坩埚炉体中，采 用三相交流电熔法加热，以25℃～40℃/分钟速率升温至2100-2300℃时，以7 ℃～11℃/分钟速率升温至2900℃～3100℃时，恒温1～5小时，后以6～15mm/h 速度提升电极10～15小时，恒温1～3小时，然后以5℃～7℃/分钟速率降温， 降至2600-2800℃时，恒温1-5小时，以3-5℃/分钟速率降温，降至2400-2600 ℃时，恒温1-5小时；再以1℃～3℃/分钟速率降温，降至2000-2200℃时，恒 温1-5小时；后自然降至室温；最后破碎、分选即可获得立方氧化镁晶体。           

本发明的效果和益处是用菱镁矿石为原料，以冷坩埚为炉体，采用三相交流 电熔法加热，生长氧化镁晶体。其生长方法简单，易于掌握，工艺稳定，所获 得地氧化镁晶体像水晶一样晶莹剔透，高雅大方，系新一代高科技产品。           

附图说明           

图1、图2和图3是大小MgO晶体照片。  
